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[背景] Sapphire(α-Al2O3)基板は GaN 成長に用

いられているが，GaN との格子不整合が 13%

と大きい[1][2]．Sapphire と同じコランダム構

造である α-Ga2O3はGaNとの格子不整合は 9％

と Sapphire に比べて小さい．一般的 GaN の成

長温度が 700 度以上に対し，α-Ga2O3は 600 度

で相転移する [3] [4]．Sapphire は熱力学的に非

常に安定であることから[1]，α-(AlGa)2O3 混晶

の成長を行い，α-Al2O3をベースとして α-Ga2O3

を混晶させることで，GaN との格子不整合は

小さくなると期待している . 本研究では

α-(AlGa)2O3 成長に向けて α-Ga2O3 と比較した

α-Al2O3の成長速度の検討を行った． 

[ 実 験 方 法 ] ミ ス ト CVD 法 に よ り

(0001)Sapphire 基板上に α-Al2O3 の成長を行っ

た．原料はAl(acac)3粉末を少量の塩酸を加え，

超純水で溶かした水溶媒のものを使用した．こ

の原料を超音波振動子でミスト状にして，キャ

リアガス(O2) 5.0 L/min. および希釈ガス(O2) 

0.5 L/min. を用いて 600 ˚C に熱せられた反応

炉に送り成長を行った．また，α-Al2O3と Ga2O3

の成長レートを比較するために同条件下で各

120 分間の成長にて積層を行った．  

[実験結果と考察 ]図 1 に Sapphire 基板と

α-Al2O3/SapphireのXRDの 2θ‐θの結果を示す． 

Sapphire 基板に比べ α-Al2O3/Sapphire のピーク

がブロードになっていることが分かる．この結

果は，Sapphire 上に α-Al2O3が成長したことに

起因するものと考えられる．図 2 に今回行っ

た Ga2O3と α-Al2O3の膜厚を示す．α-Al2O3の層 

は Ga2O3の層に比べ 1 μm 以上薄いことがわか 

る．この結果は α-Al2O3の成長レートはα-Ga2O3 

より 10 倍以上遅いということを示唆している． 

α-Al2O3と α-Ga2O3との混晶を成長する際，成 

 

長レートの違いによりそれぞれの取り込まれ 

る量に差が出ると考えられる．組成の制御され

た α-(AlGa)2O3混晶を成長する際は双方の成長

レートを考慮する必要がある． 

 

 

 

 

 

 

図 1. Sapphire 基板と α-Al2O3/Sapphire 

の XRD による 2θ-θ 測定の結果. 

 

 

 

 

 

図2. 断面反射電子像によるGa2O3とα-Al2O3 

の膜厚測定の結果. 
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